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【はじめに】現在 GaN 系 LED では、波長が長波長化するにつれて外部量子効率が低下する。原

因として、GaN と GaInN の格子不整合が考えられているが ScAlMgO4は Ga0.83In0.17N と格子整合

する特性を有しており、長波長 LED の発光効率の向上が期待できる。また ScAlMgO4は GaN と

の格子不整合度が約 1.8%でありサファイア基板と比べて小さいことも利点である。本発表では、

ScAlMgO4基板上およびサファイア基板上の GaN、GaInN の特性について報告する。 

【実験】MOVPE 装置を用いて、ScAlMgO4基板上とサファイア基板上に 1090℃で GaN を成膜し

た。Figure１に GaN(10-12)の X 線回析(XRD)ωスキャンの測定結果を示す。サファイア基板上 GaN

の半値幅 246 [arcsec]に対して ScAlMgO4上 GaNでは 220 [arcsec]である。また、ScAlMgO4基板上

とサファイア基板上に 760℃で Ga0.83In0.17Nを成膜した。Figure２に Ga0.83In0.17N (0002)の XRDωス

キャンの測定結果を示す。サファイア基板上ではほとんど回折強度がないが、ScAlMgO4基板では

鋭いピークがみられた。これら結果により、GaN、GaInN の成長における ScAlMgO4 基板の優位

性が示された。今後、これらの上にMQWの成長および評価を行う。 
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Figure 1 XRD ω scan for the (10-12) of a 

GaN on ScAlMgO4 and on sapphire 

Figure 2 XRD ω scan for the (0002) of a Ga0.83In0.17N 

on ScAlMgO4 and on sapphire 
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